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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コア層を有する下側配線基板と、
　前記下側配線基板の上に搭載された電子部品と、
　前記下側配線基板及び前記電子部品の上に配置され、コアレス基板からなる上側配線基
板と、
　前記電子部品に対応する領域の前記上側配線基板に備えられ、前記電子部品の面積に対
応する面積を有する補強層と、
　前記下側配線基板と前記上側配線基板とを接続する接続端子と、
　前記下側配線基板と前記上側配線基板との間に充填された封止樹脂と
　を有することを特徴とする電子部品装置。
【請求項２】
　コアレス基板からなる下側配線基板と、
　前記下側配線基板の上に搭載された電子部品と、
　前記電子部品に対応する領域の前記下側配線基板に備えられ、前記電子部品の面積に対
応する面積を有する第１補強層と、
　前記下側配線基板及び前記電子部品の上に配置され、コアレス基板からなる上側配線基
板と、
　前記電子部品に対応する領域の前記上側配線基板に備えられ、前記電子部品の面積に対
応する面積を有する第２補強層と、
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　前記下側配線基板と前記上側配線基板とを接続する接続端子と、
　前記下側配線基板と前記上側配線基板との間に充填された封止樹脂と
　を有することを特徴とする電子部品装置。
【請求項３】
　コアレス基板からなり、下側外面に絶縁層を備えた下側配線基板と、
　前記下側配線基板の上に搭載された電子部品と、
　前記電子部品に対応する領域の前記下側配線基板の前記絶縁層に形成され、前記電子部
品の面積に対応する面積を有する補強層と、
　前記下側配線基板及び前記電子部品の上に配置され、コア層を有する上側配線基板と、
　前記下側配線基板と前記上側配線基板とを接続する接続端子と、
　前記下側配線基板と前記上側配線基板との間に充填された封止樹脂と
　を有し、
　前記補強層は、側面及び上面が前記絶縁層に埋め込まれ、かつ、下面が前記絶縁層から
露出して、前記補強層の下面と前記絶縁層の下面とが面一になっていることを特徴とする
電子部品装置。
【請求項４】
　前記コア層は、繊維補強材含有樹脂層から形成されることを特徴とする請求項１又は３
に記載の電子部品装置。
【請求項５】
　前記コアレス基板は、絶縁層と配線層とが積層されて形成され、
　前記絶縁層内に形成された全てのビア導体は、前記電子部品装置の外面側の直径が前記
電子部品装置の内方側の直径よりも小さい円錐台形状であることを特徴とする請求項１乃
至３のいずれか一項に記載の電子部品装置。
【請求項６】
　前記接続端子は、金属柱であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載
の電子部品装置。
【請求項７】
　前記コアレス基板からなる配線基板は配線層と絶縁層とを備え、前記補強層は前記配線
層と同一層から形成され、前記補強層及び前記配線層が前記絶縁層に埋め込まれているこ
とを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の電子部品装置。
【請求項８】
　前記コア層の厚みは、前記コアレス基板からなる配線基板の１層の絶縁層の厚みよりも
厚いことを特徴とする請求項１又は３に記載の電子部品装置。
【請求項９】
　コア層を有する下側配線基板を用意する工程と、
　前記下側配線基板の上に電子部品を搭載する工程と、
　支持体の上に、補強層を含むコアレス基板からなる上側配線基板を形成して、上側配線
部材を得る工程と、
　前記下側配線基板の上に、前記電子部品を収容するように、接続端子を介して前記支持
体を上側にして前記上側配線部材を配置する工程と、
　前記下側配線基板と前記上側配線部材との間に封止樹脂を充填する工程と、
　前記上側配線部材から前記支持体を除去する工程と
　を有し、
　前記補強層は、前記電子部品に対応する領域に配置され、前記電子部品の面積に対応す
る面積を有することを特徴とする電子部品装置の製造方法。
【請求項１０】
　第１支持体の上に、第１補強層を含むコアレス基板からなる下側配線基板を形成して、
下側配線部材を得る工程と、
　前記下側配線部材の上に電子部品を搭載する工程と、
　第２支持体の上に、第２補強層を含むコアレス基板からなる上側配線基板を形成して、



(3) JP 6358431 B2 2018.7.18

10

20

30

40

50

上側配線部材を得る工程と、
　前記下側配線部材の上に、電子部品を収容するように、接続端子を介して前記第２支持
体を上側にして前記上側配線部材を配置する工程と、
　前記下側配線部材と前記上側配線部材との間に封止樹脂を充填する工程と、
　前記下側配線部材から前記第１支持体を除去すると共に、前記上側配線部材から前記第
２支持体を除去する工程と
　を有し、
　前記第１補強層及び前記第２補強層は、前記電子部品に対応する領域に配置され、前記
電子部品の面積に対応する面積を有することを特徴とする電子部品装置の製造方法。
【請求項１１】
　支持体の上に補強層を形成する工程と、
　前記支持体の上に前記補強層を被覆する絶縁層を形成する工程と
を含む方法により、コアレス基板からなる下側配線基板を形成して、下側配線部材を得る
工程と、
　前記下側配線部材の上に電子部品を搭載する工程と、
　前記下側配線部材の上に、電子部品を収容するように、接続端子を介してコア層を有す
る上側配線基板を配置する工程と、
　前記下側配線部材と前記上側配線基板との間に封止樹脂を充填する工程と、
　前記下側配線部材から前記支持体を除去する工程と
　を有し、
　前記補強層は、前記電子部品に対応する領域に配置され、前記電子部品の面積に対応す
る面積を有し、
　前記補強層は、側面及び上面が前記絶縁層に埋め込まれ、かつ、下面が前記絶縁層から
露出して、前記補強層の下面と前記絶縁層の下面とが面一になることを特徴とする電子部
品装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記コア層は、繊維補強材含有樹脂層から形成されることを特徴とする請求項９又は１
１に記載の電子部品装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記コアレス基板は、絶縁層と配線層とが積層されて形成され、
　前記絶縁層内に形成された全てのビア導体は、前記電子部品装置の外面側の直径が前記
電子部品装置の内方側の直径よりも小さい円錐台形状であることを特徴とする請求項９乃
至１１のいずれか一項に記載の電子部品装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記接続端子は、金属柱であることを特徴とする請求項９乃至１１のいずれか一項に記
載の電子部品装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体チップなどの電子部品が搭載された下側配線基板の上に上側配線基板を積
層し、下側配線基板と上側配線基板との間に封止樹脂を充填した電子部品装置がある。そ
のような電子部品装置では、はんだボールなどによって下側配線基板と上側配線基板とが
接続され、それらの間のスペースに電子部品が収容される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３４７７２２号公報
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【特許文献２】特開２００８－１０８８５号公報
【特許文献３】特開２００８－１３５７８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　スマートフォンなどの携帯機器の高性能化に伴い、携帯機器に組み込まれる電子部品装
置は、さらなる薄型化、小型化が要求されている。
【０００５】
　電子部品装置の薄型化、小型化を図るために、単に薄い基板を採用する方法では、製造
過程で発生する熱応力によって基板に反りが発生するため、電子部品装置を信頼性よく製
造することが困難になる。
【０００６】
　また、最終的に得られる電子部品装置に反りが発生するため、電子部品装置を実装基板
に信頼性よく搭載することが困難になると共に、電子部品装置の上に他の半導体パッケー
ジを搭載することも困難になる。
【０００７】
　さらなる薄型化及び小型化を図ることができ、かつ薄型化しても反りの発生が防止され
る電子部品装置及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下の開示の一観点によれば、コア層を有する下側配線基板と、前記下側配線基板の上
に搭載された電子部品と、前記下側配線基板及び前記電子部品の上に配置され、コアレス
基板からなる上側配線基板と、前記電子部品に対応する領域の前記上側配線基板に備えら
れ、前記電子部品の面積に対応する面積を有する補強層と、前記下側配線基板と前記上側
配線基板とを接続する接続端子と、前記下側配線基板と前記上側配線基板との間に充填さ
れた封止樹脂とを有する電子部品装置が提供される。
【０００９】
　また、その開示の他の観点によれば、コア層を有する下側配線基板を用意する工程と、
前記下側配線基板の上に電子部品を搭載する工程と、支持体の上に、補強層を含むコアレ
ス基板からなる上側配線基板を形成して、上側配線部材を得る工程と、前記下側配線基板
の上に、前記電子部品を収容するように、接続端子を介して前記支持体を上側にして前記
上側配線部材を配置する工程と、前記下側配線基板と前記上側配線部材との間に封止樹脂
を充填する工程と、前記上側配線部材から前記支持体を除去する工程とを有し、前記補強
層は、前記電子部品に対応する領域に配置され、前記電子部品の面積に対応する面積を有
する電子部品装置の製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　以下の開示によれば、電子部品装置は、電子部品が搭載された下側配線基板の上に接続
端子を介して上側配線基板が積層された構造を有する。
【００１１】
　電子部品が搭載された下側配線基板では、電子部品と下側配線基板との熱膨張係数の違
いに基づいて発生する熱応力によって凸状の反りが発生しやすい。
【００１２】
　一つの好適な態様では、下側配線基板を、コア層を有するコア有基板として形成し、上
側配線基板をコアレス基板として形成し、上側配線基板に補強層を形成することにより、
下側配線基板の反りを矯正することができる。
【００１３】
　上記した態様の他に、下側配線基板及び上側配線基板の少なくとも一方をコアレス基板
として形成し、コアレス基板に補強層が備えられていればよい。
【図面の簡単な説明】



(5) JP 6358431 B2 2018.7.18

10

20

30

40

50

【００１４】
【図１】図１は反りの解析のシミュレーションに使用した電子部品装置の構造を示す断面
図及び平面図である。
【図２】図２はシミュレーションによる図１の電子部品装置の反りの解析結果を示す図で
ある。
【図３】図３（ａ）及び（ｂ）は第１実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（
その１）である。
【図４】図４（ａ）及び（ｂ）は第１実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（
その２）である。
【図５】図５（ａ）及び（ｂ）は第１実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（
その３）である。
【図６】図６（ａ）及び（ｂ）は第１実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（
その４）である。
【図７】図７（ａ）～（ｄ）は第１実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（そ
の５）である。
【図８】図８（ａ）及び（ｂ）は第１実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（
その６）である。
【図９】図９（ａ）～（ｅ）は第１実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（そ
の７）である。
【図１０】図１０は第１実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その８）であ
る。
【図１１】図１１は第１実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その９）であ
る。
【図１２】図１２は第１実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その１０）で
ある。
【図１３】図１３は第１実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その１１）で
ある。
【図１４】図１４は第１実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その１２）で
ある。
【図１５】図１５は第１実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その１３）で
ある。
【図１６】図１６は第１実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その１４）で
ある。
【図１７】図１７は第１実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その１５）で
ある。
【図１８】図１８は第１実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その１６）で
ある。
【図１９】図１９は第１実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その１７）で
ある。
【図２０】図２０は第１実施形態の電子部品装置を示す断面図及び平面図である。
【図２１】図２１は第１実施形態の電子部品装置の補強層の変形例を示す部分平面図であ
る。
【図２２】図２２は図２０の電子部品装置の上に他の半導体パッケージを積層した様子を
断面図である。
【図２３】図２３は第１実施形態の第１変形例の電子部品装置を示す断面図である。
【図２４】図２４は第１実施形態の第２変形例の電子部品装置を示す断面図である。
【図２５】図２５は第１実施形態の第３変形例の電子部品装置を示す断面図である。
【図２６】図２６は第１実施形態の電子部品装置の別の製造方法を示す断面図（その１）
である。
【図２７】図２７は第１実施形態の電子部品装置の別の製造方法を示す断面図（その２）
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である。
【図２８】図２８は第１実施形態の電子部品装置の別の製造方法を示す断面図（その３）
である。
【図２９】図２９は第１実施形態の電子部品装置の別の製造方法で得られる電子部品装置
を示す断面図である。
【図３０】図３０は第２実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その１）であ
る。
【図３１】図３１は第２実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その２）であ
る。
【図３２】図３２は第２実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その３）であ
る。
【図３３】図３３は第２実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その４）であ
る。
【図３４】図３４は第２実施形態の電子部品装置を示す断面図である。
【図３５】図３５は第３実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その１）であ
る。
【図３６】図３６は第３実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その２）であ
る。
【図３７】図３７は第３実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その３）であ
る。
【図３８】図３８は第３実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その４）であ
る。
【図３９】図３９は第３実施形態の電子部品装置の製造方法を示す断面図（その５）であ
る。
【図４０】図４０は第３実施形態の電子部品装置を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。
【００１６】
　実施形態を説明する前に、本発明者が行ったシミュレーションによる電子部品装置の反
りの解析結界について説明する。
【００１７】
　まず、シミュレーションで想定した電子部品装置の構造について説明する。図１に示す
ように、電子部品装置９の下側配線基板１００では、厚み方向の中央部にガラスエポキシ
樹脂などからなるコア層１１０が形成されている。
【００１８】
　コア層１１０の両面には所要のビルドアップ配線層（不図示）がそれぞれ形成されてい
る。両面側のビルドアップ配線層はコア層１１０の厚み方向に貫通する貫通導体（不図示
）を介して相互接続されている。そして、下側配線基板１００は、その両面側にビルドア
ップ配線層の最外のパッドＰ１，Ｐ２をそれぞれ備えている。
【００１９】
　また、下側配線基板１００の下面に、パッドＰ２上に開口部１２０ａが設けられたソル
ダレジスト層１２０が形成されている。さらに、下側配線基板１００の下面側のパッドＰ
２に外部接続端子Ｔが設けられている。
【００２０】
　下側配線基板１００の上面側の中央部に配置されたパッドＰ１に半導体チップ２００の
バンプ電極２２０がフリップチップ接続されている。半導体チップ２００の下側にはアン
ダーフィル樹脂２４０が充填されている。
【００２１】
　また、下側配線基板１００の上には、半導体チップ２００を収容するように上側配線基
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板３００が配置されている。上側配線基板３００では、絶縁層３２０の上面の周縁側にパ
ッドＰ３が形成されている。パッドＰ３はその側面及び下面が絶縁層３２０に埋め込まれ
、上面が露出した状態で形成されている。
【００２２】
　さらに、絶縁層３２０の下面には配線層４００が形成されている。絶縁層３２０にはパ
ッドＰ３に到達するビアホールＶＨが形成されている。パッドＰ３はビアホールＶＨ内の
ビア導体を介して配線層４００に接続されている。
【００２３】
　ビアホールＶＨは上部から下部になるにつれて直径が大きくなる逆テーパ形状で形成さ
れている。
【００２４】
　そして、上側配線基板３００の配線層４００の接続部に金属柱４２０が形成されており
、金属柱４２０の下部がはんだ４４０を介して下側配線基板１００の接続パッドＰ１に接
続されている。
【００２５】
　また、絶縁層３２０の上面の中央部に第１補強層Ｒ１が形成されている。第１補強層Ｒ
１はその周囲に配置されたパッドＰ３と同一層から形成され、側面及び下面が絶縁層３２
０に埋め込まれて形成される。
【００２６】
　また、第１補強層Ｒ１に対応する領域の絶縁層３２０の下面に第２補強層Ｒ２が形成さ
れている。第２補強層Ｒ２は配線層４００と同一層から形成され、側面及び下面が層間絶
縁層３２０から露出している。
【００２７】
　さらに、下側配線基板１００と上側配線基板３００と間に封止樹脂５００が充填されて
おり、半導体チップ２００が封止樹脂５００で封止されている。第１補強層Ｒ１及び第２
補強層Ｒ２は、半導体チップ２００に対応する領域に配置される。
【００２８】
　図１の電子部品装置９を平面視すると、図１の縮小平面図に示すように、上側配線基板
３００の絶縁層３２０の上面の中央部に第１補強層Ｒ１が配置され、その周囲の領域に複
数の接続パッドＰ３が並んで配置されている。
【００２９】
　以上のように、下側配線基板１００がコア層１１０を有するコア有基板として形成され
、上側配線基板３００がコア層を有さないコアレス基板として形成される。
【００３０】
　次に、シミュレーションで使用する電子部品装置９の各要素の寸法について説明する。
図１に示した電子部品装置５の各要素の厚みＴ１～Ｔ７を図１の表に示す厚みにそれぞれ
設定した。
【００３１】
　そして、半導体チップ２００の面積を１０ｍｍ×１０ｍｍとし、第１、第２補強層Ｒ１
，Ｒ２の面積を１０ｍｍ×１０ｍｍとし、電子部品装置９の全体の面積を１５ｍｍ×１５
ｍｍとした。
【００３２】
　図２に示すように、図１の電子部品装置９において、第１、第２補強層Ｒ１，Ｒ２を共
に形成しない条件をＬＥＧ１とした。
【００３３】
　また、第１補強層Ｒ１を形成せずに、下面側に第２補強層Ｒ２のみを形成した条件をＬ
ＥＧ２とした。
【００３４】
　また、ＬＥＧ２と逆に、第２補強層Ｒ２を形成せずに、上面側に第１補強層Ｒ１のみを
形成した条件をＬＥＧ３とした。
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【００３５】
　さらに、第１、第２補強層Ｒ１，Ｒ２を共に形成した条件をＬＥＧ４とした。
【００３６】
　以上のような電子部品装置９の構造を想定して、シミュレーション用のモデルを作成し
た。
【００３７】
　図２の表及びグラフに示すように、ＬＥＧ１では、第１、第２補強層Ｒ１，Ｒ２が共に
存在しないため、室温及び２６０℃の雰囲気で凸状の反りが発生した。ＬＥＧ１での相対
反り量を１００％と規定した。
【００３８】
　下面側に第２補強層Ｒ２のみを形成した条件のＬＥＧ２では、相対反り量が室温で９４
％、２６０℃の雰囲気で７７％であり、十分な反りの矯正効果は得られない。
【００３９】
　また、上面側に第１補強層Ｒ１のみを形成した条件のＬＥＧ３では、相対反り量が室温
で４６％、２６０℃の雰囲気で５４％に改善されており、十分な反り矯正効果がある。
【００４０】
　さらに、第１、第２補強層Ｒ１，Ｒ２を共に形成した条件のＬＥＧ４では、相対反り量
が室温で４６％、２６０℃の雰囲気で４２％であり、ＬＥＧ３と同様な反り矯正効果があ
る。
【００４１】
　以上のことから、上側配線基板３００の絶縁層３２０の下面側に第２補強層Ｒ１を形成
するよりも、絶縁層３２０の上面側に第１補強層Ｒ１を形成する方が反り矯正効果が高い
ことが分かった。
【００４２】
　このように、本願発明者は、半導体チップが搭載されたコア有基板の上にコアレス基板
が積層された電子部品装置では、半導体チップからある程度離れたコアレス基板の絶縁層
の上面側に補強層を形成することにより、反りがより十分に矯正されることを見出した。
【００４３】
　これは、半導体チップが搭載されたコア有基板の凸状に反ろうとする応力にコアレス基
板の補強層が抵抗するためである。
【００４４】
　また、図１の電子部品装置９においてコア有基板とコアレス基板とが上下で入れ替わる
形態、又は上下の基板が共にコアレス基板の形態においても、コアレス基板の絶縁層の外
面側に補強層を形成することにより、同様に反りの発生が防止される。
【００４５】
　（第１の実施の形態）
　図３～図１９は第１実施形態の電子部品装置の製造方法を示す図、図２０は第１実施形
態の電子部品装置を示す図である。本実施形態では、電子部品装置の製造方法を説明しな
がら、電子部品装置の構造について説明する。
【００４６】
　電子部品装置では、電子部品が搭載された下側配線基板の上に、接続端子を介して上側
配線基板が積層された構造を有する。第１実施形態では、下側配線基板としてコア層を有
するコア有配線基板を使用し、上側配線基板としてコア層を有さないコアレス基板を使用
する。
【００４７】
　最初に、第１実施形態の電子部品装置の上側配線基板として使用される上側コアレス配
線基板の製造方法について説明する。
【００４８】
　図３（ａ）に示すように、まず、銅箔などからなる支持体１０を用意する。次いで、図
３（ｂ）に示すように、フォトリソグラフィによって支持体１０の上にめっきレジスト層
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１１をパターニングする。
【００４９】
　めっきレジスト層１１では、中央部に一括した四角状の第１開口部１１ａが配置され、
第１開口部１１ａの周囲の領域に複数の第２開口部１１ｂが分割されて配置される。
【００５０】
　続いて、図４（ａ）に示すように、支持体１０をめっき給電経路に利用する電解めっき
により、めっきレジスト層１１の第１開口部１１ａ及び第２開口部１１ｂ内の支持体１０
の上に金属めっき層を形成する。
【００５１】
　めっきレジスト層１１の第１開口部１１ａに形成された金属めっき層が補強層Ｒとして
形成され、第２開口部１１ｂに形成された金属めっき層がパッドＰとして形成される。補
強層Ｒ及びパッドＰの厚みは、一例としては、１０μｍ～２０μｍに設定される。その後
に、図４（ｂ）に示すように、めっきレジスト層１１が除去される。
【００５２】
　後述するように、支持体１０の上に多層配線層を形成した後に、所要の段階で支持体１
０が多層配線層からウェットエッチングにより除去される。
【００５３】
　このため、支持体１０が銅から形成される場合は、補強層Ｒ及びパッドＰの最下の層が
銅のウェットエッチャントに耐性を有する金（Ａｕ）層又はＮｉ（ニッケル）層から形成
される。
【００５４】
　補強層Ｒ及びパッドＰの各々の好適な例としては、下から順に、金（Ａｕ）層／パラジ
ウム（Ｐｄ）層／ニッケル（Ｎｉ）層／銅（Ｃｕ）層、金（Ａｕ）層／ニッケル（Ｎｉ）
層／銅（Ｃｕ）層、又は、ニッケル（Ｎｉ）層／銅（Ｃｕ）層の積層膜から形成される。
【００５５】
　上記した積層膜からパッドＰを形成する場合は、支持体１０を除去すると、パッドＰの
外面とその周囲の絶縁層の外面とが面一になる。
【００５６】
　パッドＰを周囲の絶縁層から内部に沈み込ませる場合は、最下の金層又はニッケル層の
下にその沈み込みの深さに相当する厚みの銅層を追加で形成する。これにより、支持体１
０（銅）を除去する際に最下の銅層も同時に除去されて、パッドＰが周囲の絶縁層から内
部に沈み込んだ構造が得られる。
【００５７】
　また、コアレス基板のパッドＰの形成例として、銅からなる支持体１０の上に銅層／ニ
ッケル層／銅層を形成し、支持体１０及び銅層を除去した後に、さらに、ニッケル層を除
去して、銅からなるパッドＰを周囲の絶縁層の表面から内部に凹ませてもよい。
【００５８】
　続いて、図５（ａ）に示すように、支持体１０、補強層Ｒ及びパッドＰの上に、未硬化
の樹脂フィルムを貼付し、加熱処理して硬化させることにより、絶縁層２０を形成する。
絶縁層２０の厚みは、例えば、２０μｍ～３５μｍ程度である。樹脂フィルムとしては、
例えば、非感光性の熱硬化性の絶縁樹脂が使用される。そのような絶縁樹脂としては、例
えば、エポキシ樹脂又はポリイミド樹脂などがある。
【００５９】
　その後に、図５（ｂ）に示すように、絶縁層２０をレーザで加工することにより、パッ
ドＰに到達するビアホールＶＨを形成する。さらに、過マンガン酸法などによってビアホ
ールＶＨ内をデスミア処理することにより、樹脂スミアを除去してクリーニングする。
【００６０】
　次いで、図６（ａ）に示すように、絶縁層２０の上に、ビアホールＶＨ内のビア導体を
介してパッドＰに接続される配線層３０を形成する。配線層３０はセミアディティブ法に
よって形成される。
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【００６１】
　図７（ａ）～（ｄ）を参照して詳しく説明する。図７（ａ）～（ｄ）では、図６（ａ）
のパッドＰの領域が部分的に示されている。
【００６２】
　詳しく説明すると、図７（ａ）に示すように、絶縁層２０上及びビアホールＶＨの内面
に無電解めっき又はスパッタ法により、銅などからなるシード層３０ａを形成する。
【００６３】
　次いで、図７（ｂ）に示すように、配線層３０が配置される領域に開口部１３ａが設け
られためっきレジスト層１３を形成する。
【００６４】
　続いて、図７（ｃ）に示すように、シード層３０ａをめっき給電経路に利用する電解め
っきにより、めっきレジスト層１３の開口部１３ａに銅などからなる金属めっき層３０ｂ
を形成する。その後に、図７（ｄ）に示すように、めっきレジスト層１３を除去した後に
、
　金属めっき層３０ｂをマスクにしてシード層３０ａをウェットエッチングにより除去す
る。これにより、シード層３０ａ及び金属めっき層３０ｂから配線層３０が形成される。
配線層３０の厚みは、例えば、１０μｍ～２０μｍ程度に設定される。また、配線層３０
のライン（幅）：スペース（間隔）は１５μｍ：１５μｍ程度か、それよりも微細に形成
することができる。
【００６５】
　続いて、図６（ｂ）に戻って説明すると、絶縁層２０及び配線層３０の上に、配線層３
０の接続部上に開口部２４ａが設けられたソルダレジスト層２４を形成する。ソルダレジ
スト層２４の厚みは、例えば、２０μｍ～４０μｍ程度に設定される。ソルダレジスト層
２４として、フェノール樹脂又はポリイミド樹脂などからなる感光性の絶縁樹脂が使用さ
れる。
【００６６】
　次いで、図８（ａ）に示すように、ソルダレジスト層２４の開口部２４ａ内の配線層３
０の上に金属柱３４を形成する。金属柱３４は、柱部３４ａとその上のはんだ層３４ｂか
ら形成される。金属柱３４が接続端子の一例である。
【００６７】
　図９（ａ）～（ｄ）を参照して詳しく説明する。図９（ａ）～（ｄ）では、図８（ａ）
のソルダレジスト層２４の開口部２４ａの領域が部分的に示されている。
【００６８】
　図９（ａ）に示すように、まず、ソルダレジスト層２４の上及びその開口部２４ａの内
面に、無電解めっき又はスパッタ法により、銅などからなるシード層３４ｘを形成する。
【００６９】
　次いで、図９（ｂ）に示すように、ソルダレジスト層２４の開口部２４ａ上のシード層
３４ｘの上に開口部１５ａが設けられためっきレジスト層１５をフォトリソグラフィに基
づいて形成する。
【００７０】
　さらに、図９（ｃ）に示すように、シード層３４ｘをめっき給電経路に利用する電解め
っきにより、銅などからなる金属めっき層３４ｙを形成する。その後に、同様な電解めっ
きにより、金属めっき層３４ｙの上にはんだ層３４ｂを形成する。はんだ層３４ｂとして
は、例えば、錫（Ｓｎ）／銀（Ａｇ）系はんだが使用される。
【００７１】
　続いて、図９（ｄ）に示すように、めっきレジスト層１５が除去される。さらに、図９
（ｅ）に示すように、金属めっき層３４ｙをマスクにしてシード層３４ｘをウェットエッ
チングにより除去する。シード層３４ｘ及び金属めっき層３４ｙにより金属柱３４の柱部
３４ａが形成される。
【００７２】
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　以上により、図８（ａ）に示した金属柱３４が形成される。図８（ａ）では、図９（ｅ
）のシード層３４ｘが省略されて描かれている。
【００７３】
　本実施形態では、金属柱３４をめっきレジスト層１５の開口部１５ａに電解めっきで形
成するため、はんだボールなどを使用する場合に比べて金属柱３４の狭ピッチで配列する
ことができる。
【００７４】
　例えば、金属柱３４の直径は６０μｍ～１００μｍ程度３４であり、金属柱３４の高さ
は８０μｍ～１６０μｍ程度であり、金属柱３４の配置ピッチは１００μｍ程度である。
【００７５】
　なお、上下の配線基板を接続する接続端子に狭ピッチ化が要求されない場合は、接続端
子として、はんだボール、又は、銅コアなどの導体コアを有するはんだボールを使用して
もよい。
【００７６】
　さらに、図８（ｂ）に示すように、加熱処理して金属柱３４の先端のはんだ層３４ｂを
リフローさせることにより、はんだ層３４ｂの上面側を半球状に丸める。
【００７７】
　以上により、支持体１０の上に金属柱３４を含む上側コアレス配線基板２が形成された
上側配線部材ＵＷが得られる。
【００７８】
　なお、金属柱３４を電解めっきに基づいて形成する方法を例示したが、金属ワイヤなど
を切断して得られる金属柱部品を振込器で整列させて各パッドＰにはんだなどで接合して
もよい。
【００７９】
　本実施形態では、前述したように、薄膜の上側コアレス配線基板２を製造する工程は、
支持体１０の上で行なわれるため、上側コアレス配線基板２に反りが発生するおそれがな
い。
【００８０】
　次に、本実施形態の電子部品装置の下側配線基板として使用される下側コア有配線基板
の製造方法について説明する。
【００８１】
　最初に、図１０の構造体を得るまでの製造方法を説明する。まず、コア層４０を用意す
る。コア層４０は、織布又は不織布などの繊維補強材に樹脂を含浸させて得られるガラス
エポキシ樹脂やビスマレイミドトリアジン樹脂などの繊維補強材含有樹脂から形成される
。コア層４０が備える繊維補強材としては、ガラス繊維の他に、アラミド繊維又はカーボ
ン繊維などがある。
【００８２】
　コア層４０の厚みは、例えば、８０μｍ～２００μｍであり、前述した図８（ｂ）の上
側コアレス配線基板２の１層の絶縁層２０の厚み（例えば３０μｍ）よりも厚く設定され
る。このように、コア層４０の厚みは、剛性を確保するために上側コアレス配線基板２の
１層の絶縁層２０の厚みの２倍以上に設定されることが好ましい。
【００８３】
　コア層４０は、全体にわたって繊維補強材含有樹脂から形成され、ある程度の剛性を確
保するため厚みが８０μｍ以上に設定される。
【００８４】
　なお、前述した図８（ｂ）の上側コアレス配線基板２の絶縁層２０内に薄膜の繊維補強
材含有樹脂層を形成して強度を補強する場合があるが、これは補助層であってコア層では
ない。
【００８５】
　次いで、コア層４０に厚み方向に貫通するスルーホールＴＨをドリルなどで形成する。
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さらに、コア層４０の両面に、スルーホールＴＨ内に形成された貫通導体ＴＣを介して相
互接続される第１配線層５１をそれぞれ形成する。
【００８６】
　貫通導体ＴＣ及び第１配線層５１はフォトリソグラフィ及びめっき技術に基づいて形成
される。貫通導体ＴＣ及び第１配線層５１は銅などから形成される。また、配線層５１の
厚みは、例えば、１０μｍ～２０μｍ程度に設定される。
【００８７】
　コア層４０に形成される貫通導体ＴＣは、スルーホールＴＨ内に銅めっき層などを充填
して形成してもよい。この場合は、コア層４０の両面側からレーザ加工を行い、コア層４
０の厚みの中央部分の直径がコア層４０の表裏の開口端の直径よりも小さいスルーホール
ＴＨを形成する。そして、そのスルーホールＴＨ内に電解めっきによって銅層を充填して
貫通導体ＴＣを形成する。
【００８８】
　あるいは、貫通導体ＴＣはスルーホールＴＨの側壁に形成されたスルーホールめっき層
であってもよく、その場合はスルーホールＴＨの残りの孔に樹脂が充填される。
【００８９】
　コア層４０に形成されるスルーホールＴＨは垂直方向にストレートに形成される。一方
、前述した図８（ｂ）の上側コアレス配線基板２の絶縁層２０に形成されるビアホールＶ
Ｈはテーパ形状で形成される点でもコア層４０と異なる。
【００９０】
　このように、コア層４０は、厚みが８０μｍ以上の繊維補強材含有樹脂層から形成され
、ストレート形状のスルーホールＴＨを備える点で、コアレス基板の薄膜の絶縁層と差別
化される。
【００９１】
　次いで、コア層４０の両面側に第１配線層５１の接続部上に第１ビアホールＶＨ１が配
置された第１絶縁層６１をそれぞれ形成する。第１絶縁層６１の厚みは、例えば、２０μ
ｍ～３５μｍ程度に設定される。
【００９２】
　第１絶縁層６１は未硬化の樹脂フィルムを貼付し、加熱処理して硬化させることにより
形成される。樹脂フィルムとしては、例えば、非感光性の熱硬化性の絶縁樹脂が使用され
る。そのような絶縁樹脂としては、例えば、エポキシ樹脂又はポリイミド樹脂などがある
。また、第１ビアホールＶＨは第１絶縁層６１をレーザ加工することによって形成される
。
【００９３】
　続いて、コア層４０の上面側の第１絶縁層６１の上に、第１ビアホールＶＨ１内のビア
導体ＶＣを介して第１配線層５１に接続される金属層２３ａをブランケット状に全面に形
成する。
【００９４】
　さらに詳しくは、まず、第１絶縁層６１上及び第１ビアホールＶＨ１の内面に無電解め
っき又はスパッタ法により銅などからなるシード層を形成する。その後に、シード層をめ
っき給電経路に利用する電解めっきにより銅めっき層などを形成して金属層２３ａを得る
。金属層２３ａの厚みは、例えば、１０μｍ～２０μｍ程度に設定される。
【００９５】
　さらに同時に、コア層４０の下面側の第１絶縁層６１の上に第１ビアホールＶＨ１内の
ビア導体を介して第１配線層５１に接続される第２配線層５２を形成する。第２配線層５
２は、前述した図７（ａ）～（ｄ）と同様なセミアディティブ法によって形成される。例
えば、第２配線層５２の厚みは１０μｍ～２０μｍ程度に設定され、第２配線層５２のラ
イン（幅）：スペース（間隔）は１６μｍ：１６μｍ程度に設定される。
【００９６】
　続いて、コア層４０の下面側の第１絶縁層６１の上に、第２配線層５２の接続部上に開
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口部４２ａが設けられたソルダレジスト層４２を形成する。ソルダレジスト層４２の厚み
は、例えば、２０μｍ～４０μｍ程度に設定される。
【００９７】
　ソルダレジスト層４２として、フェノール樹脂又はポリイミド樹脂などからなる感光性
の絶縁樹脂が使用される。
【００９８】
　次いで、図１１に示すように、ＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）によって、
上面側の金属層２３ａを第１絶縁層６１が露出するまで研磨し、さらに、第１絶縁層６１
の表面を研磨して平坦化する。
【００９９】
　これにより、第１配線層５１の段差の影響で生じた第１絶縁層６１のグローバル段差が
解消され、第１絶縁層６１の上面は平坦面として形成される。
【０１００】
　そして、第１絶縁層６１の第１ビアホールＶＨ１内にビア導体ＶＣがビア電極として残
される。これにより、ビア導体ＶＣの上面と第１絶縁層６１の上面とが同一面となって平
坦化される。
【０１０１】
　このように、コア層４０の上面側に形成される金属層２３ａは下地の平坦化のために形
成され、研磨によって除去される。平坦化された第１絶縁層６１の上面の表面粗さは、第
１ビアホールＶＨ１の内面の表面粗さより小さくなる。平坦化前の第１絶縁層６１の上面
の表面粗さ（Ｒａ）は３００ｎｍ～４００ｎｍであり、平坦化後の第１絶縁層６１の上面
の表面粗さ（Ｒａ）は１５ｎｍ～４０ｎｍである。
【０１０２】
　続いて、図１２に示すように、コア層４０の上面側の第１絶縁層６１の上に、ビア導体
ＶＣに接続される第２配線層５２を形成する。第２配線層５２は、前述した図７（ａ）～
（ｄ）と類似したセミアディティブ法で形成される。
【０１０３】
　具体的には、まず、第１絶縁層６１及びビア導体ＶＣの上に、スパッタ法により下から
順にチタン層及び銅層を形成してシード層とする。続いて、第２配線層５２が配置される
部分に開口部が設けられためっきレジスト層をシード層の上に形成する。
【０１０４】
　次いで、シード層をめっき給電経路に利用する電解めっきにより、めっきレジスト層の
開口部に銅などの金属めっき層を形成する。さらに、めっきレジスト層を除去した後に、
金属めっき層をマスクにしてシード層を除去することにより、第２配線層５２が得られる
。第２配線層５２の厚みは、例えば、１μｍ～３μｍに設定される。
【０１０５】
　第１絶縁層６１の上面は平坦化されているため、微細パターンを形成する際にフォトリ
ソグラフィの焦点深度が低下するとしても、基板内で精度よく微細なめっきレジストをパ
パターニングすることができる。
【０１０６】
　これにより、ライン（幅）：スペース（間隔）が、例えば２μｍ：２μｍの微細な第２
配線層５２を設計スペック内で歩留りよく形成することができる。後述する第３～第４配
線層及びパッドの形成においても同様である。
【０１０７】
　続いて、図１３に示すように、図１２の第１絶縁層６１及び第２配線層５２の上に、感
光性樹脂（不図示）を形成し、フォトリソグラフィに基づいて露光・現像を行った後に、
加熱処理して硬化させる。感光性樹脂の形成は、液状樹脂を塗布してもよいし、薄膜の樹
脂フィルムを貼付してもよい。
【０１０８】
　これにより、第２配線層５２の接続部上に第２ビアホールＶＨ２が配置された第２絶縁
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層６２が第１絶縁層６１の上に形成される。
【０１０９】
　感光性樹脂をフォトリソグラフィによってパターニングすることにより、微細な第２ビ
アホールＶＨ２を備えた薄膜の第２絶縁層６２を形成することができる。第２絶縁層６２
の厚みは、例えば、５μｍ～１０μｍ程度に設定される。
【０１１０】
　第２絶縁層６２の好適な一例としては、感光性を有するフェノール系樹脂又はポリイミ
ド樹脂から形成される永久レジスト層が使用される。以下の他の絶縁層を形成する際にも
同様な樹脂材料及び形成方法が採用される。
【０１１１】
　続いて、前述したコア層４０の上面側の第２配線層５２の形成と同様なセミアディティ
ブ法により、第２ビアホールＶＨ２内のビア導体を介してコア層４０の上面側の第２配線
層５２に接続される第３配線層５３を第２絶縁層６２の上に形成する。
【０１１２】
　次いで、第２絶縁層６２と同様に、第３配線層５３の接続部上に第３ビアホールＶＨ３
が配置された第３絶縁層６３を第２絶縁層６２の上に形成する。
【０１１３】
　さらに、同様に、第３絶縁層６３の上に、第３ビアホールＶＨ３内のビア導体を介して
第３配線層５３に接続される第４配線層５４を形成する。
【０１１４】
　次いで、同様に、第４配線層５４の接続部上に第４ビアホールＶＨ４が配置された第４
絶縁層６４を第３絶縁層６３の上に形成する。
【０１１５】
　さらに、同様に、第４絶縁層６４の上に、第４ビアホールＶＨ４内のビア導体を介して
第４配線層５４に接続されるパッドＰを第５配線層として形成する。パッドＰは、島状に
配置されてもよく、引き出し配線の一端に配置されていてもよい。
【０１１６】
　第２絶縁層６２、第３絶縁層６３及び第４絶縁層６４の各厚みは、第１絶縁層６１の厚
みよりも薄く設定される。また、コア層４０の上面側の第２配線層５２、第３配線層５３
及び第４配線層５４の各々のライン（幅）：スペース（間隔）は、第１配線層５１及びコ
ア層４０の下面側の第２配線層５２の各々のライン（幅）：スペース（間隔）よりも狭く
設定されている。
【０１１７】
　以上により、第１実施形態の電子部品装置で使用される下側コア有配線基板１が得られ
る。
【０１１８】
　次に、図１４に示すように、電子部品として２つの半導体チップ７０を用意し、各半導
体チップ７０のバンプ電極７２を下側コア有配線基板１の中央部のパッドＰにフリップチ
ップ接続して搭載する。その後に、各半導体チップ７０と下側コア有配線基板１との間の
隙間にアンダーフィル樹脂７４を充填する。
【０１１９】
　ここで、半導体チップ７０をフリップチップ接続する際のリフロー加熱時に、半導体チ
ップ７０と下側コア有配線基板１との熱膨張係数の違いに基づいて熱応力が発生するため
、下側コア有配線基板１がチップ搭載側に凸状に反った状態となる。
【０１２０】
　なお、図１４の例では、電子部品として半導体チップ７０を搭載しているが、キャパシ
タ、抵抗素子、インダクタ素子などの各種の電子部品を搭載してもよい。
【０１２１】
　次に、上記した図１４の半導体チップ７０が搭載された下側コア有配線基板１の上に、
前述した図８（ｂ）の上側配線部材ＵＷを積層する方法について説明する。
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【０１２２】
　図１５に示すように、図１４の下側コア有配線基板１の周縁側のパッドＰの上に上側配
線部材ＵＷの金属柱３４の先端のはんだ層３４ｂが配置されるように、下側コア有配線基
板１の上に上側配線部材ＵＷを積層する。
【０１２３】
　さらに、図１６に示すように、加熱処理を行うことによって金属柱３４のはんだ層３４
ｂをリフローさせて、下側コア有配線基板１のパッドＰと上側配線部材ＵＷの金属柱３４
とを接合する。
【０１２４】
　これにより、半導体チップ７０は、金属柱３４によって構築される下側コア有配線基板
１と上側配線部材ＵＷとの間のスペースに収容された状態となる。
【０１２５】
　さらに、図１７に示すように、下側コア有配線基板１と上側配線部材ＵＷとの間に封止
樹脂７６を充填する。封止樹脂７６は、例えば、エポキシ樹脂から形成され、トランスモ
ールドによって充填される。これにより、半導体チップ７０が封止樹脂７６によって封止
される。
【０１２６】
　この時点で、下側コア有配線基板１に発生している凸状の反りは、上側配線部材ＵＷの
支持体１０によって矯正される。
【０１２７】
　その後に、図１８に示すように、図１７の上側配線部材ＵＷから支持体１０をウェット
エッチングによって除去する。支持体１０が銅からなる場合は、アルカリ系のウェットエ
ッチング液を使用することにより、パッドＰの最外の金層又はニッケル層、及び絶縁層２
０に対して選択的に支持体１０をエッチングすることができる。
【０１２８】
　このようにして、上側配線部材ＵＷから支持体１０が除去されて上側コアレス配線基板
２が残される。
【０１２９】
　ここで、本実施形態と違って、上側コアレス配線基板２の絶縁層２０の上面側に補強層
Ｒが形成されていない場合は、支持体１０が除去された上側コアレス配線基板２は剛性が
弱いため、下側コア有配線基板１が残留応力によって凸状の反りに戻ってしまう。
【０１３０】
　しかし、本実施形態では、上側コアレス配線基板２は上面側に補強層Ｒを備えているた
め、下側コア有配線基板１が凸状に反ろうとする応力を打ち消すことができる。これによ
り、上側配線部材ＵＷから支持体１０が除去された後でも、補強層Ｒの作用によって下側
コア有配線基板１の反りが矯正されたままの状態となる。
【０１３１】
　なお、前述したように、パッドＰの金層又はニッケル層の外面側に銅層を形成しておく
ことで、絶縁層２０の外面から内部に沈み込んで配置されるパッドＰを形成することがで
きる。
【０１３２】
　次いで、図１９に示すように、下側コア有配線基板１の下面側の第２配線層５２にはん
だボールを搭載するなどして外部接続端子Ｔを形成する。
【０１３３】
　さらに、図２０に示すように、下側コア有配線基板１及び上側コアレス配線基板２が複
数の製品領域を備えた多面取り用の大型基板である場合は、各製品領域が得られるように
、上側コアレス配線基板２の上面から下側コア有配線基板１の下面まで切断される。
【０１３４】
　以上により、第１実施形態の電子部品装置３が得られる。
【０１３５】
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　図２０に示すように、第１実施形態の電子部品装置３は、半導体チップ７０が搭載され
た下側コア有配基板１と、半導体チップ７０を収容するようにして下側コア有配線基板１
の上に金属柱３４を介して積層された上側コアレス配線基板２とを備えている。
【０１３６】
　下側コア有配線基板１は、厚み方向の内部にコア層４０を備えている。コア層４０の両
面側に第１配線層５１がそれぞれ形成されている。コア層４０には貫通導体ＴＣが形成さ
れており、両面側の第１配線層５１は貫通導体ＴＣを介して相互接続されている。
【０１３７】
　コア層４０の両面側には第１配線層５１の接続部上に第１ビアホールＶＨ１が配置され
た第１絶縁層６１がそれぞれ形成されている。コア層４０の下面側の第１絶縁層６１の上
には、第１ビアホールＶＨ１を介して第１配線層５１に接続される第２配線層５２が形成
されている。
【０１３８】
　さらに、コア層４０の下面側の第１絶縁層６１の上には、第２配線層５２の接続部上に
開口部４２ａが設けられたソルダレジスト層４２が形成されている。
【０１３９】
　ソルダレジスト層４２の開口部４２ａ内の第２配線層５２に外部接続端子Ｔが形成され
ている。
【０１４０】
　また、コア層４０の上面側の第１絶縁層６１の第１ビアホールＶＨ１内にはビア導体Ｖ
Ｃが充填されている。コア層４０の上面側の第１絶縁層６１の上面は研磨によって平坦化
されており、第１絶縁層６１の上面とビア導体ＶＣの上面とは面一となっている。
【０１４１】
　上面側の第１絶縁層６１の上にはビア導体ＶＣに接続された第２配線層５２が形成され
ている。
【０１４２】
　さらに、平坦化された第１絶縁層６１の上に、第２配線層５２に接続される微細な多層
配線層ＭＲが形成されている。多層配線層ＭＲは、第２配線層５２、第２絶縁層６２、第
３配線層５３、第３絶縁層６３、第４配線層５４、第４絶縁層６４、及びパッドＰが順に
積層されて形成されている。
【０１４３】
　第２配線層５２は、第２絶縁層６２に形成された第２ビアホールＶＨ２を介して第３配
線層５３に接続されている。また、第３配線層５３は、第３絶縁層６３に形成された第３
ビアホールＶＨ３を介して第４配線層５４に接続されている。さらに、第４配線層５４は
第４絶縁層６４に形成された第４ビアホールＶＨ４を介してパッドＰに接続されている。
【０１４４】
　前述したように、多層配線層ＭＲは平坦化された第１絶縁層６１の上に形成されるため
、第１配線層５１の配線ピッチよりも狭く設定することができる。
【０１４５】
　以上のようにして、下側コア有配線基板１が構築されている。
そして、下側コア有配線基板１の中央部のパッドＰに２つの半導体チップ７０のバンプ電
極７２がフリップチップ接続されている。さらに、半導体チップ７０の下側にアンダーフ
ィル樹脂７４が充填されている。
【０１４６】
　微細な多層配線層ＭＲの全体の厚みをソルダレジスト層４２の厚みと同じに設定するか
、あるいはソルダレジスト層４２の厚み以下とすることにより、下側コア有配線基板１自
体の反りを低減することができる。
【０１４７】
　これは、コア層４０の上下側で、絶縁層やソルダレジスト層の体積及び配線層の体積の
釣り合いがとれるようになるからである。
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【０１４８】
　下側コア有配線基板１の上に積層された上側コアレス配線基板２はコア層を有していな
い。上側コアレス配線基板２は基板として薄膜の絶縁層２０を有し、絶縁層２０の上面（
外面）側の中央部に補強層Ｒが形成されている。また、絶縁層２０の上面の補強層Ｒの周
囲の領域に複数のパッドＰが並んで形成されている。
【０１４９】
　補強層ＲはパッドＰ（配線層）と同一層から形成され、各々の側面及び下面が絶縁層２
０に埋め込まれており、各々の上面が絶縁層２０から露出している。これは前述したよう
に、支持体１０の上に上側コアレス配線基板２が形成された上側配線部材ＵＷから支持体
１０が除去され、その上側コアレス配線基板２が上下反転して配置されたためである。
【０１５０】
　絶縁層２０にはパッドＰに到達するビアホールＶＨが形成されている。ビアホールＶＨ
は上部から下部になるにつれて直径が大きくなる逆テーパ形状となって形成されている。
これは、パッドＰ上の絶縁層２０を上面からレーザ加工してビアホールＶＨし、そのビア
ホールＶＨが上下反転して配置されたためである。
【０１５１】
　上記した下側コア有配線基板１の第１～第４ビアホールＶＨ１～ＶＨ４は上部から下部
になるにつれて直径が小さくなる順テーパ形状であり、上側コアレス配線基板２のビアホ
ールＶＨと逆の形状になっている。
【０１５２】
　また、絶縁層２０の下面にはビアホールＶＨ内のビア導体を介してパッドＰに接続され
る配線層３０が形成されている。配線層３０はその側面及び下面が絶縁層２０から露出し
た状態で形成されている。
【０１５３】
　また、絶縁層２０の下面には、配線層３０の接続部上に開口部２４ａが設けられたソル
ダレジスト層２４が形成されている。ソルダレジスト層２４の開口部２４ａに配線層２０
に接続される金属柱３４が形成されている。
【０１５４】
　そして、上側コアレス配線基板２に形成された金属柱３４の先端がはんだ層３４ｂによ
って下側コア有配線基板１の周縁側のパッドＰに接合されている。
【０１５５】
　このように、上側コアレス配線基板２では、絶縁層２０と配線層３０及びパッドＰとが
積層されている。そして、絶縁層２０のビアホールＶＨ内に形成された全てのビア導体は
、電子部品装置３の外面側の直径が電子部品装置３の内方側の直径よりも小さい円錐台形
状となっている。
【０１５６】
　さらに、下側コア有配線基板１と上側コアレス配線基板２の間に封止樹脂７６が充填さ
れており、半導体チップ７０が封止樹脂７６で封止されている。
【０１５７】
　第１実施形態の電子部品装置３では、半導体チップ７０が搭載された下側コア有配線基
板１は凸状に反ろうとする残留応力を有している。また、上側コアレス配線基板２では、
その絶縁層２０の上面側に補強層Ｒが形成されている。
【０１５８】
　本実施形態では、前述した図２のシミュレーション結果のように、上側コアレス配線基
板２の補強層Ｒの作用によって下側コア有配線基板１内の凸状に反ろうとする残留応力を
打ち消すことができる。このため、電子部品装置３に反りが発生することが防止される。
【０１５９】
　前述した図２のシミュレーション結果のように、下側コア有配線基板１に搭載された半
導体チップ７０からある程度離れた位置の上側コアレス配線基板２の絶縁層２０の上面側
に補強層Ｒを配置することが肝要である。
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【０１６０】
　また、補強層Ｒは半導体チップ７０に対応する領域に配置される。補強層Ｒの面積は、
半導体チップ７０の面積よりも一回り小さく設定してもよいし、あるいは半導体チップ７
０の面積より大きく設定されてもよい。好適には、補強層Ｒの面積は、半導体チップ７０
の面積の０．８倍～２倍程度に設定される。
【０１６１】
　図２０のように、複数の半導体チップ７０が搭載される場合は、複数の半導体チップ７
０が配置された一括した領域を半導体チップ７０の面積とすればよい。
【０１６２】
　補強層Ｒは、平面視して半導体チップ７０の搭載領域と重複して配置される。
【０１６３】
　なお、上側コアレス配線基板２の全体の厚みを下側コア有配線基板１のコア層４０の厚
みより薄くしてもよい。この場合でも、補強層Ｒの存在により電子部品装置３の反りの発
生を防止することができる。
【０１６４】
　また、第１実施形態の電子部品装置３では、上側配線基板をコアレス基板としているた
め、薄型化を図ることができる。また、高性能な半導体チップ７０の高密度実装に合わせ
て、金属柱３４の配列を狭ピッチ化できるため、小型化を図ることができる。
【０１６５】
　例えば、下側コア有配線基板１の接続端子Ｔを除く厚みは、２００～２５０μｍ程度で
あり、上側コアレス配線基板２の金属柱３４を除く厚みは７０μｍ～１００μｍである。
このように、コアレス基板とすることにより、コア有基板よりもの厚みをかなり薄くする
ことができる。
【０１６６】
　図２１の部分平面図に示すように、補強層Ｒは、前述した図１（平面図）で示したよう
な一括した四角パターンの他に、一括パターンの内部に複数のガス抜き孔Ｇが開口されて
いてもよい。補強層Ｒのガス抜き孔Ｇ内には絶縁層２０の樹脂が充填されている。
図２１の例では、四角状のガス抜き孔Ｇによって補強層Ｒが格子状に形成されているが、
円形や六角形などの各種の形状を採用することができる。
【０１６７】
　これにより、各種の加熱処理によって電子部品装置３内でガスが発生するとしても、ガ
スが補強層Ｒの下に留まって膨張するおそれがなくなり、層間剥離などが発生することが
防止される。
【０１６８】
　以上説明したように、第１実施形態の電子部品装置３では、下側コア有配線基板１と上
側コアレス配線基板２とを用いている。多層配線層ＭＲを有する下側コア有配線基板１で
は、平坦化された第１絶縁層６１の上に多層配線層ＭＲが形成されている。このため、一
般的なコア層を有する配線基板と比較し、多層配線層ＭＲのライン（幅）：スペース（間
隔）を狭くすることができる。
【０１６９】
　よって、多層配線層ＭＲに、金属柱３４や半導体チップ７０を接続するためのパッドＰ
を高密度で配置することができる。これにより、下側コア有配線基板１の平面的なサイズ
を小型化することができる。
【０１７０】
　また同様に、上側コアレス配線基板２を製造する際には、平坦な支持体１０の上に絶縁
層と配線層とが積層される。このため、一般的なコア層を有する配線基板と比較し、配線
層のライン（幅）：スペース（間隔）を狭くすることができる。
【０１７１】
　よって、上側コアレス配線基板２に、金属柱３４や半導体チップ７０を接続するための
パッドを高密度で配置することができる。これにより、上側コアレス配線基板２の平面的
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なサイズを小型化することができる。しかも、上側コアレス配線基板２はコア層を有さな
いため、配線基板を薄型化することができる。
【０１７２】
　また、下側コア有配線基板１と上側コアレス配線基板２とを接続する接続端子として、
はんだボールよりも狭ピッチ化が可能な金属柱３４を使用している。
【０１７３】
　このように、第１実施形態の電子部品装置３では、上記した配線基板及び接続端子を用
いるため、さらなる小型化及び薄型化が可能になる。
【０１７４】
　図２２には、第１実施形態の電子部品装置３の使用例が示されている。図２２に示すよ
うに、さらに、別の半導体パッケージ８を用意する。半導体パッケージ８は、配線基板８
０の上面のパッドＰに半導体チップ９０のバンプ電極９２がフリップチップ接続されてい
る。半導体チップ９０と配線基板８０との間にアンダーフィル樹脂９４が充填されている
。
【０１７５】
　そして、半導体パッケージ８の配線基板８０の下面のパッドＰがはんだ電極９６を介し
て、電子部品装置３の上側コアレス配線基板２の上面側のパッドＰに接続されている。
【０１７６】
　例えば、電子部品装置３の半導体チップ７０はＣＰＵなどのロジックチップであり、半
導体パッケージ８の半導体チップ９０はＤＲＡＭなどのメモリチップである。
【０１７７】
　さらに、下側コア有配線基板１の外部接続端子Ｔがマザーボードなどの実装基板の接続
電極（不図示）に接続される。
【０１７８】
　本実施形態の電子部品装置３では、反りの発生が防止されるため、電子部品装置３の上
に別の半導体パッケージ８を信頼性よく接続することができる。また同様な理由で、電子
部品装置３の外部接続端子Ｔを信頼性よく実装基板に接続することができる。
【０１７９】
　図２２の例では、電子部品装置３の上に別の半導体パッケージ８を搭載しているが、半
導体チップ、チップキャパシタ、インダクタ、又は抵抗などの各種の電子部品を搭載して
もよい。
【０１８０】
　例えば、半導体チップを搭載する場合は、上側コアレス配線基板２のパッドＰに半導体
チップの電極をフリップチップ接続し、半導体チップと絶縁層２０との間にアンダーフィ
ル樹脂を充填する。
【０１８１】
　図２３には、第１実施形態の第１変形例の電子部品装置３ａが示されている。図２３の
第１変形例の電子部品装置３ａのように、前述した図２０の電子部品装置３において、上
側コアレス配線基板２の下面側のソルダレジスト層２４を省略してもよい。これにより、
ソルダレジスト層２４の厚み分（例えば２０μｍ）だけ電子部品装置を薄型化することが
できる。
【０１８２】
　図２４には、第１実施形態の第２変形例の電子部品装置３ｂが示されている。図２４の
第２変形例の電子部品装置３ｂのように、前述した図２０の電子部品装置３において、上
側コアレス配線基板２の上面側にパッドＰ上に開口部２６ａが設けられたソルダレジスト
層２６を形成してもよい。
【０１８３】
　これにより、前述した図２２のように他の半導体パッケージ８を上側コアレス配線基板
２のパッドＰに接続する際に、はんだ電極９６のはんだがソルダレジスト層２６でせき止
められる。よって、パッドＰが狭ピッチ化される場合であっても、はんだ電極９６同士の
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電気ショートの発生が防止される。
【０１８４】
　また、図２５には、第１実施形態の第３変形例の電子部品装置３ｃが示されている。図
２５に示すように、第３変形例の電子部品装置３ｃでは、前述した図２０の電子部品装置
３において、上側コアレス配線基板２の配線層が多層化され、内部の絶縁層に補強層Ｒが
埋め込まれている。
【０１８５】
　詳しく説明すると、第１絶縁層２１の上面の全体領域に複数のパッドＰが形成されてい
る。パッドＰの側面及び下面が第１絶縁層２１に埋め込まれている。第１絶縁層２１の下
面の中央部に補強層Ｒが形成されている。
【０１８６】
　また、第１絶縁層２１の下面の補強層Ｒの周囲には、第１絶縁層２１に形成された第１
ビアホールＶＨ１内のビア導体を介してパッドＰに接続される第１配線層３１が形成され
ている。
【０１８７】
　また、第１絶縁層２１の下には第１配線層３１に到達する第２ビアホールＶＨ２が設け
られた第２絶縁層２２が形成されている。さらに、第２絶縁層２２の下面には、第２ビア
ホールＶＨ２を介して第１配線層３１に到達する第２配線層３２が形成されている。
【０１８８】
　そして、上側コアレス配線基板２の第２配線層３２に金属柱３４が接続されている。他
の要素は前述した図２０の電子部品装置３と同じである。
【０１８９】
　前述した図２０の電子部品装置３では、上側コアレス配線基板２の絶縁層２０の上面の
中央部に補強層Ｒが配置されるため、パッドＰを絶縁層２０の上面の全体領域に配置する
要求がある場合に容易に対応することはできない。
【０１９０】
　これに対して、第３変形例の電子部品装置３ｃでは、多層配線を採用し、補強層Ｒの上
に第１絶縁層２１が形成されるため、第１絶縁層２１の上面の全体領域に複数のパッドＰ
を配置することができる。
【０１９１】
　図２６～図２８には、第１実施形態の電子部品装置の別の製造方法が示されている。前
述した電子部品装置の製造方法では、上側コアレス配線基板２に金属柱３４を形成してい
る。
【０１９２】
　電子部品装置の別の製造方法では、図２６に示すように、前述した図１３の下側コア有
配線基板１を用意し、下側コア有配線基板１の周縁側のパッドＰに金属柱３４を形成する
。金属柱３４は、前述した図８及び図９と同様な方法によって形成される。
【０１９３】
　さらに、図２７に示すように、金属柱３４が形成された下側コア有配線基板１の中央部
のパッドＰに半導体チップ７０のバンプ電極７２をフリップチップ接続した後に、その下
側にアンダーフィル樹脂７４を充填する。
【０１９４】
　次いで、図２８に示すように、下側コア有配線基板１の金属柱３４の上に前述した図６
（ｂ）の上側配線部材ＵＷのパッドＰを配置する。さらに、加熱処理を行うことによって
金属柱３４のはんだ層３４ｂをリフローさせて、下側コア有配線基板１の金属柱３４と上
側配線部材ＵＷのパッドＰとを接合する。その後に、図２９に示すように、上側配線部材
ＵＷから支持体１０が除去される。
【０１９５】
　これにより、図２９に示すように、前述した図２０の電子部品装置３と実質的に同一構
造の電子部品装置３ｄが得られる。前述した図２０の電子部品装置３では、金属柱３４の
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はんだ層３４ｂが下側コア有配線基板１のパッドＰに接合される。これとは逆に、図２８
の電子部品装置３ｄでは、金属柱３４のはんだ層３４ｂが上側コアレス配線基板２のパッ
ドＰに接合される。
【０１９６】
　（第２の実施の形態）
　図３０～図３３は第２実施形態の電子部品装置の製造方法を示す図、図３４は第２実施
形態の電子部品装置を示す図である。
【０１９７】
　第２実施形態では、下側配線基板及び上側配線基板として、共に、コア層を有さないコ
アレス配線基板を使用する。
【０１９８】
　図３０に示すように、前述した第１実施形態の図３（ａ）～図６（ｂ）の工程を遂行す
ることにより、図６（ｂ）の上側配線部材ＵＷと実質的に同一構造の下側配線部材ＬＷを
作成する。図３０の下側配線部材ＬＷは、図６（ｂ）の上側配線部材ＵＷの配線層３０が
パッドＰとして形成される点で図６（ｂ）と異なり、他の要素は同一である。
【０１９９】
　次いで、図３１に示すように、下側配線部材ＬＷの中央部のパッドＰに半導体チップ７
０のバンプ電極７２をフリップチップ接続する。このとき、第１実施形態と同様に、半導
体チップ７０と下側配線部材ＬＷとの間の熱膨張係数の差に基づいて発生する熱応力が内
部に残留する。この時点では、下側配線部材ＬＷは支持体１０を有するため、見かけ上は
反りは発生しない。
【０２００】
　その後に、半導体チップ７０の下側の隙間にアンダーフィル樹脂７４を充填する。
【０２０１】
　続いて、図３２に示すように、前述した第１実施形態の図８（ｂ）と同一構造の金属柱
３４が形成された上側配線部材ＵＷを用意する。そして、下側配線部材ＬＷの周縁側のパ
ッドＰに上側配線部材ＵＷの金属柱３４を配置する。
【０２０２】
　さらに、加熱処理を行うことによって金属柱３４のはんだ層３４ｂをリフローさせて、
下側配線部材ＬＷのパッドＰと上側配線部材ＵＷの金属柱３４とを接合する。
【０２０３】
　さらに、下側配線部材ＬＷと上側配線部材ＵＷとの間に封止樹脂７６を充填して、半導
体チップ７０を封止する。その後に、図３３に示すように、下側配線部材ＬＷ及び上側配
線部材ＵＷから支持体１０をそれぞれ除去する。
【０２０４】
　これにより、下側配線部材ＬＷ及び上側配線部材ＵＷから下側コアレス配線基板１ａ及
び上側コアレス配線基板２が得られる。下側コアレス配線基板１ａの絶縁層２０の下面側
に補強層Ｒ及びパッドＰが露出する。また同様に、上側コアレス配線基板２の絶縁層２０
の上面側に補強層Ｒ及びパッドＰが露出する。
【０２０５】
　さらに、図３４に示すように、下側配線基板１ａの下面に露出するパッドＰにはんだボ
ールを搭載するなどして外部接続端子Ｔを設ける。その後に、必要に応じて、各製品領域
が得られるように、上側コアレス配線基板２及び下側コアレス配線基板１ａを切断する。
【０２０６】
　以上により、第２実施形態の電子部品装置４が得られる。
【０２０７】
　図３４に示すように、第２実施形態の電子部品装置４では、下側配線基板として下側コ
アレス配線基板１ａが使用され、上側配線基板として上側コアレス配線基板２が使用され
ており、上下の基板が共にコアレス基板となっている。
【０２０８】
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　下側コアレス配線基板１ａの中央部のパッドＰに２つの半導体チップ７０のバンプ電極
７２がフリップチップ接続されている。半導体チップ７０の下側にはアンダーフィル樹脂
７４が充填されている。
【０２０９】
　上側コアレス配線基板２に形成された金属柱３４の先端が下側コアレス配線基板１ａの
周縁側のパッドＰにはんだ層３４ｂによって接合されている。
【０２１０】
　半導体チップ７０は金属柱３４によって構築される下側コアレス配線基板１ａと上側コ
アレス配線基板２との間のスペースに収容されている。さらに、下側コアレス配線基板１
ａと上側コアレス配線基板２との間に封止樹脂７６が充填されて、半導体チップ７０が封
止樹脂７６で封止されている。
【０２１１】
　第２実施形態では、上側コアレス配線基板２の絶縁層２０の上面（外面）側に補強層Ｒ
が形成されているばかりでではなく、下側コアレス配線基板１ａの絶縁層２０の下面（外
面）側にも補強層Ｒが形成されている。
【０２１２】
　これにより、下側配線部材ＬＷ及び上側配線部材ＵＷから支持体１０をそれぞれ除去し
た後に、半導体チップ７０が搭載された下側コアレス配線基板１ａの残留応力が解放され
るとしても、両面側の補強層Ｒの作用により反りの発生が防止される。
【０２１３】
　また、下側配線基板及び上側配線基板が共にコアレス基板であるため、第１実施形態よ
りもさらに薄型化を図ることができる。
【０２１４】
　（第３の実施の形態）
　図３５～図３９は第３実施形態の電子部品装置の製造方法を示す図、図４０は第３実施
形態の電子部品装置を示す図である。
【０２１５】
　第３実施形態では、第１実施形態と逆に、下側配線基板として下側コアレス配線基板を
使用し、上側配線基板として上側コア有配線基板を使用する。
【０２１６】
　まず、図３５に示すように、前述した第１実施形態の図１２の製造途中の配線部材の第
２配線層５２をパッドＰとして形成する。さらに、第１絶縁層６１の上に、周縁側のパッ
ドＰ上に開口部２４ａが設けられたソルダレジスト層２４を形成する。
【０２１７】
　続いて、前述した第１実施形態の図８～図９と同様な方法により、ソルダレジスト層２
４の開口部２４ａ内のパッドＰの上に金属柱３４を形成する、
　これにより、第３実施形態で使用される上側コア有配線基板２ａが得られる。あるいは
、前述した第１実施形態の図１３のような多層配線層ＭＲ（図２０）を有する下側コア有
配線基板１を用い、その多層配線層ＭＲのパッドＰに金属柱３４を設けて、上側コア有配
線基板２ａとしてもよい。
【０２１８】
　次に、図３６に示すように、前述した第２実施形態の図３０と同一の下側配線部材ＬＷ
を用意する。続いて、図３７に示すように、前述した第２実施形態の図３１と同様に、下
側配線部材ＬＷの中央部のパッドＰに半導体チップ７０のバンプ電極７２をフリップチッ
プ接続する。
【０２１９】
　このとき、第１実施形態と同様に、半導体チップ７０と下側配線部材ＬＷとの間の熱膨
張係数の差に基づいて発生する熱応力が内部に残留する。この時点では、第２実施形態と
同様に、下側配線部材ＬＷは支持体１０を有するため、見かけ上は反りは発生しない。そ
の後に、半導体チップ７０の下側にアンダーフィル樹脂７４を充填する。
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【０２２０】
　次いで、図３８に示すように、下側配線部材ＬＷのパッドＰに図３５の上側コア有配線
基板２ａの金属柱３４を配置する。
【０２２１】
　続いて、加熱処理を行うことによって金属柱３４のはんだ層３４ｂをリフローさせて、
下側配線部材ＬＷのパッドＰと上側コア有配線基板２ａの金属柱３４とを接合する。これ
により、半導体チップ７０は、金属柱３４によって構築される下側配線部材ＬＷと上側コ
ア有配線基板２ａとの間のスペースに収容される。
【０２２２】
　さらに、下側配線部材ＬＷと上側コア有配線基板２ａとの間に封止樹脂７６を充填して
、半導体チップ７０を封止する。
【０２２３】
　次いで、図３９に示すように、図３８の下側配線部材ＬＷから支持体１０を除去する。
これにより、下側コアレス配線基板１ａが得られ、その下面に補強層Ｒ及びパッドＰが露
出する。その後に、図４０に示すように、下側配線基板１ａの下面から露出するパッドＰ
にはんだボールを搭載するなどして外部接続端子Ｔを形成する。
【０２２４】
　その後に、必要に応じて、各製品領域が得られるように、上側コア有配線基板２ａ及び
下側コアレス配線基板１ａを切断する。以上により、第３実施形態の電子部品装置５が得
られる。
【０２２５】
　図４０に示すように、第３実施形態の電子部品装置５では、下側配線基板として下側コ
アレス配線基板１ａが使用され、上側配線基板として上側コア有配線基板２ａが使用され
る。下側コアレス配線基板１ａの中央部のパッドＰに半導体チップ７０のバンプ電極７２
がフリップチップ接続されている。
【０２２６】
　半導体チップ７０の下側にはアンダーフィル樹脂７４が充填されている。半導体チップ
７０は、金属柱３４によって構築される下側コアレス配線基板１ａと上側コア有配線基板
２ａとの間のスペースに収容されている。
【０２２７】
　上側コア有配線基板２ａに形成された金属柱３４の先端が下側コアレス配線基板の周縁
側のパッドＰにはんだ層３４ｂによって接合されている。
【０２２８】
　さらに、下側コアレス配線基板１ａと上側コア有配線基板２ａとの間に封止樹脂７６が
充填されて、半導体チップ７０が封止樹脂７６で封止されている。
【０２２９】
　第３実施形態では、下側コアレス配線基板１ａの絶縁層２０の下面（外面）側に補強層
Ｒが形成されている。
【０２３０】
　これにより、半導体チップ７０が搭載された下側配線部材ＬＷから支持体１０を除去し
た後に、下側コアレス配線基板１ａの残留応力が解放されるとしても、下側コアレス配線
基板１ａの下面（外面）側の補強層Ｒの作用により反りを低減させることができる。
【符号の説明】
【０２３１】
１…下側コア有配線基板、１ａ…下側コアレス配線基板、２…上側コアレス配線基板，２
ａ…上側コア有配線基板、３，３ａ，３ｂ，３ｃ，３ｄ，４，５…電子部品装置、８…半
導体パッケージ、１０…支持体、１１，１３，１５…めっきレジスト層、１１ａ，１３ａ
，１５ａ，２４ａ，２６ａ，４２ａ…開口部、２０，２１，２２…絶縁層、２４，２６，
４４…ソルダレジスト層、２３ａ…金属層、３０，３１，３２…配線層、３０ａ，３４ｘ
…シード層、３０ｂ，３４ｙ…金属めっき層、３４…金属柱、３４ａ…柱部、３４ｂ…は



(24) JP 6358431 B2 2018.7.18

んだ層、４０…コア層、５１…第１配線層，５２…第２配線層、５３…第３配線層、５４
…第４配線層、６１…第１絶縁層、６２…第２絶縁層、６３…第３絶縁層、６４…第４絶
縁層、７０，９０…半導体チップ、７２，９２…バンプ電極、７４，９４…アンダーフィ
ル樹脂、７６…封止樹脂、８０…配線基板、９６…はんだ電極、Ｐ…パッド、Ｇ…ガス抜
き孔、ＬＷ…下側配線部材、ＵＷ…上側配線部材、Ｒ…補強層、Ｔ…外部接続端子、ＴＣ
…貫通導体、ＴＨ…スルーホール、ＶＣ…ビア導体、ＶＨ１，ＶＨ１，ＶＨ２，ＶＨ３…
ビアホール。
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